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緒言：グラフェンに異種元素をドープすることによって，バンド構造などの電子物性を制御でき

るため，グラフェンへの化学ドーピング法の開発が近年広く研究されている．窒素ドープグラフ

ェンは炭素原子のスピン密度や電荷分布が窒素原子によって変調されることで，酸素還元反応な

どの活性サイトとなることが知られている．しかし，これまでグラフェンへの窒素ドープの手法

として高熱合成[1]や水熱合成[2]などが行われてきたが，これらの手法は高価であり簡便な手法が求

められている．本研究では真空紫外光を照射することにより，窒素ドープ酸化グラフェン還元体

（N-rGO）の合成を試みた． 

実験と結果：Modified	 Hummers 法によって作製した GO の水分散液にアンモニア水を混合し，

GOとアンモニア水の混合溶液を作製した．その混合溶液を遠心分離し，水で置換する行程を繰り

返し，N-GOの水分散液を合成した．約 90 nmの酸化膜を形成した Si基板に N-GOを担持し，真

空チャンバー（＜10-3 Pa）内で，VUV光（λ=172 nm，10 mW/cm2）を 64分照射した．作製した

試料は XPS で元素分析， AFM で表面形状観察を行った．XPS 測定結果を Fig. 1(a), (b)に示す．

C1s ピークより，N-GO は GO と比べて C-O 結合に由来する高エネルギー側のピーク強度が減少

した．すなわち GO中の酸素含有基とアンモニアが反応したと考えられる．また，VUV光を照射

することによってさらに C-O 結合由来のピーク強度が減少したことから高真空中での VUV 光照

射によって N-GOは還元された．N 1sピークより，N-rGOでは N-GOよりピーク全体が低エネル

ギー側にシフトした．このことから，VUV光を照射することによって GOシートに結合している

窒素の結合様式が変化したと考えられる．また，AFM像（Fig. 1 (c), (d)）から，VUV光を照射す

ることによって膜厚が減少していることが明らかになった．これは VUV光によって，N-GOに含

まれる酸素含有基の除去によるものと考えられる．現在，N-rGO の電気伝導特性計測を進めてお

り，詳細は当日報告する予定である． 
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Figure 1. (a) XPS C1s and (b) N1s spectrum. AFM topography of (c) N-GO and (d) N-rGO. 
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